附件1：
2008年第一批半导体材料国家标准制（修）订计划项目表
	序号
	计划编号
	项目名称
	被代替标准号
	完成年限
	项目归口
	起草单位
	采标情况

	1 
	20070858-T-469
	单晶硅中Ⅲ-Ⅴ族杂质的低温傅里叶变换红外光谱测量方法
	制定
	2008
	TC203/SC2全国半导体材料和设备标准化技术委员会材料分技术委员会
	信息产业部专用材料质量监督检验中心
	SEMI MF1389-00-704

	2 
	20070859-T-469
	硅和硅外延片表面Na、Al、K和Fe的二次离子质谱测试方法
	制定
	2008
	TC203/SC2全国半导体材料和设备标准化技术委员会材料分技术委员会
	信息产业部专用材料质量监督检验中心
	SEMI MF 1617-0304

	3 
	20070860-T-469
	利用高分辩率X射线测量在GaAs衬底上生长的GaAsAl中Al成分的测试方法
	制定
	2008
	TC203/SC2全国半导体材料和设备标准化技术委员会材料分技术委员会
	信息产业部专用材料质量监督检验中心
	SMEI M63-0306

	4 
	20070861-T-469
	热解析气相色谱法测定硅片表面的有机污染物
	制定
	2008
	TC203/SC2全国半导体材料和设备标准化技术委员会材料分技术委员会
	信息产业部专用材料质量监督检验中心
	SEMI MF1982-1103

	5 
	20070862-T-469
	使用全反射X光荧光谱测量硅片表面金属玷污的标准方法
	制定
	2008
	TC203/SC2全国半导体材料和设备标准化技术委员会材料分技术委员会
	北京有色金属研究总院
	SEMI FM1526-95
(Reapproved 2002)

	6 
	20070863-T-469
	酸提取-原子吸收光谱法测定多晶硅表面金属污物
	制定
	2008
	TC203/SC2全国半导体材料和设备标准化技术委员会材料分技术委员会
	信息产业部专用材料质量监督检验中心
	SEMI MF1724-1104

	7 
	20070864-T-469
	重掺n型硅衬底中硼沾污的二次离子质谱测试方法
	制定
	2008
	TC203/SC2全国半导体材料和设备标准化技术委员会材料分技术委员会
	信息产业部专用材料质量监督检验中心
	SEMI MF 1528-1104

	8 
	20073568-T-469
	低温红外光谱法测量硅多晶中III、V族杂质含量的标准方法
	制定
	2008
	TC203/SC2全国半导体材料和设备标准化技术委员会材料分技术委员会
	四川新光硅业科技有限责任公司
	SEMI MF 1630-0704

	9 
	20073569-T-469
	多晶硅表面金属杂质测量
	制定
	2008
	TC203/SC2全国半导体材料和设备标准化技术委员会材料分技术委员会
	四川新光硅业科技有限责任公司
	SEMI MF 1724-1104

	10 
	20075054-T-469
	锗单晶电阻率直流四探针测量方法
	修订GB/T 1552-1995
	2009
	TC203/SC2全国半导体材料和设备标准化技术委员会材料分技术委员会
	南京锗厂有限责任公司
	


